oy

=3

Rontgen-fotoelektron
spektroszkopia

(XPS, ESCA)

Kivancsi kémikusok:

Batki Balint Ganyecz Adam  Ullmann Kristof

Témavezeto: .
Mohai Miklos




DDA 'r-:”{]

-

k- mi XPS - Nobel dijak

Rontgen sugarzas Fotoeffektus Nagyfelbontasu
(1901) (1921) elektronspektroszkoépia
(1981)

Wilhelm Conrad Rontgen Albert Einstein Kai M. Siegbahn} on
(1845-1923) (1879-1955) (1918-2007) n I



Elektron energia
analizator

Elektron
detektor

lon agyu Adatgyiijtés és
feldolgozas
4 / \\
Rontgen
forras I
Minta
bevezetés \\ BE. /j
Ultravakum ( =
rendszer L




':}q sB Tunﬂ-rﬂﬂﬂ Yis ﬂ":’qﬂ_ﬁ.’?
. i

E

.

KEMtA) kuTaTOROZPOR S p e kt ro m éte r

| _‘_AEl_sktm" energia

analizator

Minta
bevezetés




AR TURDIANYDS 4 Aag,

£c3)--

KEMia) kuTamanaze o

Ultravakum rendszer

A nyomas:
10 ... 104 mbar
1 mbar =1 hPa

o N




GiPR TURDMANY (S "“f‘fiw
g

Felileti modszer

A rontgensugarak mélyen behatolnak a mintéba.

%

Ezek az elektronok el tudjak
% hagyni a feliletet.

Az XPS jellemz6 kimutatési
mélysége 5 — 10 nm. ¢

Ezek az elektronok nem
\. tudjak
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N Felhasznalasi teruletei

Mélységi informacio:

E) Szogfliggés Fellileti (lateralis)
Mélységi profil eloszlas:
Képek (chemical map)

S

[% Rétegvastagsag ]
Min6ségi (kvalitativ) }

| | Osszetétel:
Mennyiségi (kvantitativ) Vanal helyzetek
osszetétel:
A Integrdlis intenzitas

Szerkezet . @
(kémiai allapot): on
Kémiai eltolédas .--I
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Keémiai allapot

A szén C 1s vonalanak kémiai eltolédasa

Kotési energia (eV)

280,8 282,1 284,6 286,3 288,2 289,5 292,6

(CFz)n
Na,CO,
NaCOOCH,
CH,CH,OH
KCN

CH,

WC

HfC

Kémiai eltolédas (eV)
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Szilicium-minta vizsgalata

Ganyecz Adam
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Eredeti és dontott osszehasonlitasa

O eredeti

W dontott

O C oxidalt C Si oxidalt Si
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Kozos munka a

Plazmakémiai Laboratoriummal

Ullmann Kristof

kép: http://www.physics.uc.edu/~pkent/pictures/c60.html



Fullerén spektrum
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